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TRANSISTORS SILICIUM SILICON TRANSISTORS

| USAGE GENERAL - STRUCTURE PLANE
GENERAL PURPOSE - PLANAR TRANSISTORS

Polarite P, ., max Y, max f a |
Type Boftier Palariny 10[::': 250C VEEE max® hyjp @ Ic T ¢
Case min

PNP | NPN (W) (V) (mA) (MHz) (mA)

BSW 21 T0-18 ° 0,3 25 75-225 2 150 10

BSW 21 A TO-18 ° 0,3 50 75-225 2 150 10

BSW 22 TO-18 ° 0,3 25 180-540 2 150 10

BSW 22 A TO-18 ° 0,3 50 180-540 2 150 10

BSW 42 RO-110 ° 0,3 25 75-225 2 150 10

BSW 42 A RO-110 ° 0,3 50 75-225 2 150 10

BSW 43 RO-110 ® 0,3 25 180-540 2 150 10

BSW 43 A RO-110 ° 0,3 50 180-540 2 150 10

BSW 44 RO-110 ° 0,3 25 75-225 2 150 10
BSW 44 A RO-110 ° 0,3 50 75-225 2 150 10 \—

BSW 45 RO-110 ° 0,3 25 180-540 2 150 10

BSW 45 A RO-110 ° 0,3 50 180-540 2 150 10

BSW 92 RO-110 ° 0,3 18 30-90 2 150 16l

BSX 51 T0-18 ° 0,3 25 75-225 2 150 10

BSX 51 A T0-18 ° 0,3 50 75-225 2 150 10

BSX 52 TO-18 ° 0,3 25 180-540 2 150 10

BSX 52 A TO-18 ® 0,3 50 180-540 2 150 10

2N 696 T0-5 ° 0,6 40* 20-60 150 40 50

2N 697 TO-5 ° 0,6 40* 40-120 150 50 50

A | 2N 1613 T0-5 ° 0,8 50% 40-120 150 60 50

A | 2N1711 TO-5 ° 0,8 50* 100-300 150 70 50

2N 2218 TO-5 ° 0,8 30 40-120 150 250 20

2N 2218 A TO-5 ° 0,8 40 40-120 150 250 20

2N 2219 TO-5 ° 0,8 30 100-300 150 250 20

2N 2219 A T0-5 ® 0,8 40 100-300 150 300 20

H | 2N 2221 TO-18 ° 0,5 30 40-120 150 250 20

H | 2N 2221 A TO-18 ° 0,5 40 40-120 150 250 20

H | 2N 2222 TO-18 ° 0,5 30 100-300 150 250 20
H | 2N 2222 A TO-18 ° 0,5 40 100-300 150 300 20 N~

2N 2904 T0-5 ° 0,6 40 40-120 150 200 50

2N 2904 A TO-5 ° 0,6 60 40-120 150 200 50

2N 2905 T0-5 ° 0,6 40 100-300 150 200 50

2N 2905 A TO-5 ° 0,6 60 100-300 150 200 50

2N 2906 TO-18 ° 0,4 40 40-120 150 200 50

2N 2906 A TO-18 ° 0,4 60 40-120 150 200 50

2N 2907 T0-18 ° 0,4 40 100-300 150 200 50

2N 2907 A T0-18 ° 0,4 60 100-300 150 200 50

H : HOMOLOGATION C.C.T.
A . C.C.Q. (Controle Centralise de Qualite) en 1968

ELEMENTS NOUVEAUX



TRANSISTORS SILICIUM SILICON TRANSISTORS

Il AMPLIFICATION FAIBLE NIVEAU - STRUCTURE PLANE
SMALL SIGNAL AMPLIFICATION - PLANAR TRANSISTORS

Polarité P max & f a |
Type Boftier Polarity tum;i ssoc | Vcpomax | M21E @ lc miTn €
Case
PNP | NPN (W) (V) (mA) (MHz) (mA)
BCY 69 T0-18 ° 0,3 20 > 100 0,01 150 10
2N 735 A T0O-18 ° 0,5 60 30-100 5 60 5
2N 736 B TO-18 ° 0,5 60 60-200 5 100 5
H | 2N 929 T0-18 ° 0,3 45 40-120 0,01 30 0,5
H | 2N 930 T0-18 ° 0,3 45 100-300 0,01 30 0,5
2N 2483 TO-18 ° 0,36 60 40-120 0,01 60 0,5
2N 2484 TO-18 ° 0,36 60 > 30 0,001 60 0,5
Il HAUTE TENSION - STRUCTURE PLANE
 HIGH VOLTAGE - PLANAR TRANSISTORS
Type Boftier Palariie Ptot max | VcEQ max " S fr & e
Cice Polarity tomb = 25°C | VcgR max® 21 © c —
PNP | NPN (W) (V) (mA) (MHz) (mA)
SF.T 187 TO-5 ° 0,8 135%* > 25 30 70 30
2N 698 T0-5 ° 0,8 60 20-60 150 40 50
2N 699 TO-5 ° 0,6 80* 40-120 150 50 50
2N 1893 T0-5 ° 0,8 80 40-120 150 50 50
2N 1990 TO-5 ° 0,6 75* > 20 30
2N 1990 R TO-18 ° 0,25 75*% > 20 30
2N 1990 S T0O-5 ° 0,6 75* > 20 30
2N 1990 W RO-110 ° 0,3 75* > 20 30

IV COMMUTATION FAIBLE COURANT - STRUCTURE PLANE EPITAXIQUE
LOW CURRENT COMMUTATION - PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS

Polarité Ptot max VCEO max ts + (1) a I¢
Type Bofitier Polarity tamb = 259C | Ve E R max® h21E a Ic
N~ Case max

PNP | NPN (W) (V) (mA) (ns) [(mA)

2N 706 TO-18 ® 0,3 20* > 20 10 ts 60 10

H 2N 706 A TO-18 ° 0,3 15 20-60 10 ts 25 | 10
H 2N 708 TO-18 ° 0,36 15 30-120 10 ts 25 10
2N 743 TO-18 ° 0,3 12 20-60 10 tg t tf 24 | 10

2N 744 TO-18 ° 0,3 12 40-120 10 ts + tf 24 | 10

2N 753 TO-18 [} 0,3 15 40-120 10 ts 35 10

2N 914 TO-18 ° 0,36 15 30-120 10 ts 20 | 20

H 2N 2368 TO-18 ° 0,36 15 20-60 10 ts 10 | 10
H 2N 2369 TO-18 ° 0,36 15 40-120 10 tg 13 10
2N 2369 A TO-18 ° 0,36 15 40-120 10 ts 13 | 10

2N 2894 TO-18 ® 0,36 12 40-150 30 ts + tf 90 30

H 2N 3013 TO-18 ° 0,36 15 30-120 30 ts 18 | 10
2N 3250 TO-18 ° 0,36 40 50-150 10 ts 175 | 10

2N 3251 TO-18 ° 0,36 40 100-300 10 ts 200 | 10

H : HOMOLOGATION C.C.T.
ELEMENTS NOUVEAUX



TRANSISTORS SILIGIUM

SILIGON TRANSISTORS

V COMMUTATION FORT COURANT - STRUCTURE PLANE EPITAXIQUE

Vi

VIl

VI

HIGH CURRENT COMMUTATION -

PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS

. Polarite Piot max ts+ (tg)alc
Type Boitier Polarity tomp = 25°C VCcEO max h21E a Ic
Case max
PNP | NPN (W) (v) (A) (ns) [ (mA)
2N 2410 TO-5 ° 0,8 30 25-100 0,5 tg ot 65 | 500
2N 3252 TO-5 ° 1 30 > 25 1 te 40 | 500
2N 3253 TO-5 ° 1 40 > 20 1 ts 40 | 500
2N 3444 TO-5 ] 1 50 > 15 1 ts 40 | 500
TRANSISTORS VHF ET UHF - STRUCTURE PLANE NPN
VHF UHF TRANSISTORS - PLANAR NPN TRANSISTORS
Piot max
Type Boitier Yomb = 25°C VCEO max h2'| E a IC fT a IC Gp a - f
Case tease = 250C** min min
(W) (V) (mA) (MHz) (mA) (dB) (MHz)
BFX 77 TO-72 0,2 30 50-150 10 300 10 24 100
SF.T 443 A TO-60 12%% 80 > 15 100 125 100 8 125
2N 918 TO-72 0,2 15 > 20 3 600 4 15 200
2N 3137 TO-5 0,6 20 20-120 50 500 50 6 250
2N 3309 TO-39 1 30 5-100 30 300 30 7 250
*2N 3570 * 0,2 15 20-150 5 1500 5
*En développement,sera fourni en boftiers TO-72 et TO-51
TRANSISTORS DOUBLES NPN
h
21E1
- h21E s AVg e a I
Type Boitier Vcgo max ho1E2
Case a R max
a
(V) Ic = 100 uA Ic = 100 pA (mV) (nA)
2N 2060 E 97 60 30-90 0,9-1 5 100
2N 2060 A F 97 60 30-90 0,9-1 3 100
2N 2223 F 97 60 25-150 0,8-1 15 100
2N 2223 A F 97 60 25-150 0,9 -1 5 100
2N 2642 F 97 45 > 110 0,9 -1 5 10
2N 2643 F 97 45 > 110 0,8-1 10 10
TRANSISTORS CERATAB
Type Boitier Polarite VcEgo max ho1g a lc fr a lc
Case Polarity min
PNP | NPN (V) (mA) (MHz) (mA)
i TB 2222 T8 . 30 100-300 150 250 20
TB 2369 B ] 15 ~ 40-120 10 500 10
TB 2484 TB ] 60 100-500 0,01 60 0,5
TB 2907 B ° 40 100-300 150 200 50
TB 2894 B ® 12 40-150 30 400 30

H : HOMOLOGATION C.C.T.

ELEMENTS NOUVEAUX
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TRANSISTORS HAUTE FREQUENCE AU SILICIUM

PC max Pc max B
Type Boitier | Nature | V.  max [t 25C|t 25°C i . 21E
(V) (W) (W) (MHz) 21e*

SF.T 186 TO-5 N Si ME 140 1 180 151 (30 mA-10V)

2N 696 TO-5 N Si ME 60 0.6 2 160 151 (10 mA-10V)

2N 697 TO-5 N Si ME 60 0.6 2 160 301 (10mMA-10V)

2N 698 TO-5 N Si ME 120 0.6 2 70 201 (150 mA - 10V)

2N 699 TO-5 N Si ME 120 0.6 2 100 401 (150mA - 10V)

2N 699B TO-5 N Si ME 120 0.87 5 60\ | 404 (150 mA-10V)

2N 734 TO-18 | N SiME 80 0.5 1 30 A 20%3 (5 mA -5V -1 kHz)
2N 735 TO-18 | N SiME 80 0.5 1 60 A 40* 3 (5mA -5V -1 kHz)
2N 736 TO-18 | NSiME 80 0.5 1 60 A 80*1 (5 mA-5V - 1kHz)
N 738 TO-18 | N SiME 125 0.5 1 30 A 20%A (5 mA-5V-1kHz)
2N 739 TO-18 | NSiME 125 0.5 1 60 A 40*A (5 mA -5V -1 kHz)
2N 740 TO-18 | N SiME 125 .0.5 1 60 A 80*A (5 mA-5V-1kHz)
2N 1047 MT-5 N Si ME 80 1 40 24 121 (50 mA-10V)

2N 1048 MT-5 N Si ME 120 1 ‘1 40 2 A 121 (50 mA-10V)

2N 1049 MT-5 N Si ME 80 1 40 2 A 304 (50 mA-10V)

2N 1050 MT-5 N Si ME 120 1 40 24 304 (50mA-10V)

2N 1338 TO-5 N Si ME 80 0.8 2.8 200 7A (30mA-10V)

2N 1340 TO-5 N Si ME 150 0.8 2.8 5A (50 mA-1V)

2N 1342 TO-5 N Si ME 150 0.8 2.8 180 7A(10mA-12V)

2N 1505 TO-5 N Si ME 50 0.8 3 150 74 (100 mA - 28 V)
~2N 1506 TO-5 N Si ME 60 0.8 3 200 101 {100 mA - 28V)

2N 1564 TO-5 N Si ME 80 0.6 1.2 30 A 20*A (5 mA-5V-1kHz)
2N 1565 TO-5 N Si ME 80 0.6 1.2 60 A 40*A (5mA-5V - 1kHz)
2N 1566 TO-5 N Si ME 80 0.6 1.2 60 A 80*\ (5 mA-5V-1kHz)
2N 1572 TO-5 N Si ME 125 0.6 1.2 30 A 20*) (5 mA-5V-1kHz)
2N 1573 TO-5 N Si ME 125 0.6 1.2 60 A 40*A (5mA-5V - 1kHz)
2N 1574 TO-5 N Si ME 125 0.6 1.2 60 A 80*A (5 mA-5V-1kHz)
2N 1709 TO-8 N Si ME 75 2.5 13 100 7 A (350 mA - 28 V)
2N 1710 TO-8 N Si ME 60 2.5 13 100 A 7 A (350 mA - 28 V)
2N 1986 TO-5 N Si ME 50 0.6 2 40 A 60 A (150 mA - 10V)

2N 1987 TO-5 NSiME| 50 0.6 2 40 3 20 A(150 mA - 10 V)

2N 1990 TO-5 N Si ME 100 0.6 2 204 (30 mA - 10V)

N = NPN ME = Mesa A = Minimum
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Pius peut-étre que dans d’autres indus-
tries, l'acte commercial et la maitrise
permanente d'une technique en évolu-
tion constante sont les éléments essen-
tiels du succés d'une Société de semi-
conducteurs, 'un étant impérativement
lié a l'efficacité de Il'autre.

La création de la Société Commer-
ciale des Semi-conducteurs COSEM-
SILEC a ce double objectif :

- donner une efficacité accrue a
I'action et a la prévision commerciale
en France et a I'étranger de ces deux
Sociétés par la mise en commun des
moyens commerciaux dont elles dis-
posent.

- utiliser au mieux le potentiel techni-
que et industriel disponible en répartis-
sant les taches de développement et de
production entre les deux Sociétés, ce
qui permet la mise en commun des résul-
tats, des études et des développements
obtenus de part et d'autre.

La COSIL est donc le point de
rencontre des deux Sociétés COSEM
et SILEC. Elle autorise désormais une
coopération étroite a tous les niveaux
entre deux équipes qui se sont toujours
estimées, mais qui, travaillant dés lors
de fagon coordonnée sur des sujets
complémentaires, n'en seront que plus
efficaces.

Le potentiel technique et industriel
sur lequel s'appuie la COSIL est consti-
tué par le Département Semiconducteurs
de la SILEC, la Socié¢té COSEM de
Saint-Egréve et la Société MISTRAL,
installée prés de Latina au sud de Rome
en ltalie.

Cet ensemble groupe 2800 personnes,
dont 300 ingénieurs ou cadres, installées
dans des locaux de 30 000 m? et produi-
sant entre 140 et 160 millions d'éléments
par an.

S'appuyant sur ces ensembles techni-

ques et industriels, et sur le laboratoire
de Recherches Physico-Chimiques de
la C.S.F., la COSIL, seule en France,
peut donc proposer un catalogue com-
plet de tous les composants actifs
semi-conducteurs nécessaires aux be-
soins de l'industrie Electronique, qu'il
s'agisse d'éléments au germanium ou
au silicium — diodes, redresseurs,
transistors, thyristors, circuits intégrés
— développés et mis au point en France
sans aucune assistance technique étran-
gére et fabrigués dans des Sociétés
purement francaises.

Nous souhaitons vivement, que votre
visite sur notre stand du Salon Interna-
tional des Composants Electroniques,
vous permette de voir parvous-mémes la
qualité et la variété des matériels fabri-
qués et développés par ce groupe de
Sociétésrassemblées autourdela COSIL,
et qui constitue I'un des premiers fa-
bricants européens desemi-conducteurs.

ils vont
maintenant
par paire!

De nombreuses applications exigent a
la fois des transistors PNP et des tran-
sistors NPN. Si nos productions en
transistors silicium de cette derniére
catégorie se chiffrent déja par dizaine
de millions, le nombre de clients que
nous avons pu servir en PNP est beau-
coup plus réduit. Ci-contre, briéve-
ment, notre gamme 1967 qui doit nous
permettre de satisfaire toutes vos
demandes.

Type Nature Boitier Utilisation
2N 2218 NPN TO - 5 Usage général
2N 2219 NPN TO - 5 basse tension
2N 2221 NPN TO - 18
2N 2222 NPN TO - 18
2N 2218 A NPN TO - 5
2N 2219 A NPN TO - 5
2N 2221 A NPN TO - 18
2N 2222 A NPN TO - 18
2N 2904 PNP TO - 5
2N 2905 PNP TO - 5
2N 2906 PNP TO - 18
2N 2907 PNP TO - 18
2N 2904 A PNP TO - 5
2N 2905 A PNP TO - 5
2N 2906 A PNP TO - 18
2N 2907 A PNP TO - 18
2N 2369 NPN TO - 18 Commutation
2N 2894 PNP TO - 18 ultra-rapide
2N 3121 PNP TO - 18 Commutation
2N 3013 NPN TO - 18 fort courant
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Ies varactors cosem

Destinés a la génération d'harmo-
niques en hyperfréquences, ces élé-
ments développés par le Département
de Recherches Physico-Chimiques de
la C.S.F. (Compagnie générale de
Télégraphie Sans Fil), sont des diodes
a jonction passivée du type plan ou
mésa, réalisée sur du silicium épitaxié.
Grace a un profil de concentration
spécialement étudié, ils possédent un
effet snap-off prononcé. lls sont pré-

sentés dans deux types de boitiers
subminiatures fermés par soudure
électrique. lls sont tous contrdlés en
étanchéité et stabilisés a 200 °C.

La génération d'harmoniques a varac-
tors, s'appuie sur le phénomene de
la variation des capacités statiques et
dynamiques qui interviennent dans ces
dispositifs.

Dans les circuits a haute puissance
le second phénoméne devient essen-
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Controéle

tiel et peut étre caractérisé par I'effet
snap-off.

Les varactors COSEM ont un effet
snap-off maximal tout en conservant
des tensions de claquage élevées.
Dans ces conditions pour un circuit
usuel en hyperfréquences dont I'im-
pédance est de I'ordre de 50(), nous
recommandons parmi le large éven-
tail de nos varactors plus spécialement
ceux du tableau ci-dessous

Varactor Cj fe VR < ty CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES
(-6V) (-6V) (102 A)
d freé puissance
GHz \" ns ns g(%?;:é‘%:‘is’_n t;zq::r';icee duelnfi?‘r.tie ren:::lnment
niques MHz w
30 110 200 2 3
50 90 100 1 3
120 75 75 0,7 3
170 60 50 0,4 2
250 40 25 0,2 2




TRANSISTORS VHF DE PUISSANCE AU SILICIUM

~ ES amateurs emetteurs et les
L amateurs de radiocommande
seront intéressés par les tran-
sistors siliciumi NPN de puissance
pour VHI" iypes 80T2, 81T2, 82T2 et
83T2, g .'s peuvent actuellement se

procurcy a un prix abordable.
Les 80T2 et 81T2 sont des tran-
sistors NPN silicium, a structure

Planar, épitaxiale, passivée.
Ils sont caractérisés par le point
suivant
— Grande puissance de sortie en
haute fréquence, 3 W a 70 MHz avec
un gain minimum de 10 dB.

Utilisation : Jusqu’a des fréquen-
ces de 1'ordre de 200 MHz. La puis-
sance disponible peut atteindre 6 W
pour le 80T2 et 4 W pour le 81712,
a des fréquences moins élevées.

Le transistor 80T2 est présenté en
boitier

TO8 et le 81T2 en boitier

O
SRR
0,72-0,52\ '
14-16,50
R

(4]

- 2,94 max
N
@
4
==

AMPLIFICATEUR

émetteur base
4 et 4 V.

la jonction Tj

Tensicn (collecteur
ouvert) VEBO
Température de
175 et 175¢ C.

Température de stockage
— 65 a4 4 1750 C.

Les transistors 82T2 et 83T2 sont
du type NPN planar épitaxial pas-
sivé, prévus pour grande puissance
de sortie en haute fréquence : 4 W
a 150 MHz avec un gain minimum
de 7,5 dB pour le 82T2 et 10 W a
70 MHz avec un gain minimum de
10 dB pour le 83T2.

Utilisation jusqu’a des fréquen-
ces de l'ordre de 200 MHz. Le 83T3
peut fournir 10 W a 150 MHz avec
un gain de 6 dB.

Ces deux transistors de puissance

: Tsrg

sont présentés en Dboitiers TO60
(fig. 2).
Les limites d’utilisation a 25¢ C

de ces deux transistors sont respec-
tivement les suivantes :

150 MHz 4wt

Choc

Choke L3

68 pF

=t

82T2 et Ic = 1 A et I = 200 mA
pour le 83T2) : 1,1 et 1,1 V.

— Gain en courant statique (lc =
50 mA; Vce = 2 V pour le 82T2
et Ic = 1 A et Vee = 2 V pour le
83T2) 10 et 10.

— Gain en courant dynamique a

100 MHz (hgy) (I, = 200 mA, Vg
= 10 V pour le 82T2 et Ic = 400 mA,

Vce = 10 V pour le 83T2) : 2,5 et
2,5.
— Capacité de sortie (Ve = 25V
Ie = 0; f = 16 MHz) 10 et 20 pF. Pas: 10.32
— Gain en puissance (VCE = UNF 24
25 Vi Ps = & W: [ = 150 MHz $4.70-5.46
pour le 82T2 et Vee = 26 V, Ps
= 10 W, f = 70 MHz pour Ile o
82T2) 7,5 et 10 dB. S
La figure 3 montre un exemple -
d‘utilisation du 83T2 comme ampli-

ficateur de puissance 4 W a

15¢ MHz. a .
Dimensions en mm
(Doc. Sesco transmise 2 E
par RADIO PRIM.) Fig. 2
C‘ = 0-40 pF
€, =€y =C, =0-30pF
L4 88 pF 7 L, =5 spires én2
H 16 ——5¢
L=25 P 410 (V0L .
S RIS Sy S
é il = 1,6 4 spise T
b Ly=1 L sy
- C4 !
Le=25 ®Pime 442
\ ba—Q-nim-13-4

-
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o’" ” U ‘
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Dimensions en mm
Fia. 1
TO5 fig. 1). Leurs collecteurs sont
reli¢s a leur boitiers.
Les limites d’utilisation de ces

deux transistors a une température
de  25¢ C sont respectivement les
suivantes

Puissance admissible au collecteur
Pc :

Température ambiante de 25° C
2et1 W,

Boitier a 25 C :
Tension collecteur
ouvert) Vceeo : 50 et

7 et 3,5 W,
base (émetteur
50 V.

I

FiG, 3

Puissance admissible au collec-

teur
a 20° C

a 115¢ C

: 9 et 10 W.
: 3,50 et 4 W,
(RBE

Boitier
Boitier
Tension collecteur émetteur
= 10 Q) Vcer : 50 et 60 V.
Tension émetteur base (collecteur
ouvert) VEBO 4 et 4 V.
Courant collecteur Ic 1 et 2 A,
Température de la fonction tj
175 et 175¢ C.
Température de
— 40 a + 175° C.

stockage tstg

Parmi les caractéristiques électri-
ques a 25° C mentionnées : tension
de saturation base émetteur Ic =
500 mA, Im = 100 mA pour le

— ANTENNES 27 Mcs Fixes et Mobiles
CABLES COAXIAUX 52 n-75 n
TOS Metre — FILTRES T.V.

FILTRES Passe BAS
INSTALLATION (méme en Province)
RADIO-TELEPHONE portée 200 Kms

Tta SEMAT 5. Av.

BINGER (94) St-MAUR - Tél:

472.78.25

PLASTIK SPRAY 70... v sin

plastique liquide en bombe, isolant et anti-corrosif.

ISOI-IEB SPRAY 72... Huile
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TRANSISTORS EPITAXIAUX TABLEAU T

PLANAR NPN =
ES transistors épitaxiaux au si- 2N 2217 | 2N 2218 2N 2219 |
I , licium planar NPN types' | Caractéristiques électriques & 25° C (ambiante) 2N 2220 2N 2221 AN 2222 | Unités |
2N2217, 2N2218, 2N2219 sont (sauf indications contraires) l |
présentés en boitiers TOS5 (fi- min max min max min max. | t
gure 1) et les types 2N2220, 2N2221 I
et 2N2222 en boitiers TO18 (fig. 2). - {
Ces transistors réalisés au moyen Courant inverse collecteur } |
d’une structure épitaxiale planar, (Vego = 50 V) u Iso 10 10 14 :
présentent tous les avantages inhé- (Vepp = 50 V) 5 Ty = 150°C) Icpo 10 10 20 e
rents @ ce type de réalisation : Te-lr)lsiont)col‘lecteuwr — base (émetteur) |
— Iggpo négligeable (0,010 pA max.). uver | |
— Gain élevé sur une large plage (Ig = 10 pA) . ) Vego 60 60 60 i
de courant de 100 pA a 500 mA). C‘('vuranimverse <metteur . |
— Faible capacité (8 pF max.). '(I" Ry = 3 V) N —— Igso 16 10 i ‘ s
— TFaible tension de saturation ension émettear-base (collecteur ou- . |
(1,6 V max.) a 500 maA. vert) v . ; (Ehe
Les caractéristiques a 25°C sont y = 10 pa) ) EBO 5 2 ¢ N
indiquées par le tableau I (’13331;1;8 collecteur-émetteur (base |
TRANSISTORS EPITAXIAUX (I, = 10 mA) Vego 30* 30* 30* v
PLANAR PNP Tension de saturation colecteur
Les transistors épitaxiaux au si- (I, = 150 mA ; Iz = 15 mA) Vau o 0,4* 0’/{: 0,4* Vv
licium planar PNP types 2N2904, (I = 500 mA ; Iz = 50 mA) Vem (aat 1,6* 1,6 1,6* N
2N2905 présentés en boitiers T05 et Tension de saturation de la base v » )
2N906 et 2N2907 présentés en boi- | (I; = 150 mA; Iy = 15 mA) e} 1,3 1,3+ 1,3* i
tiers TO18 sont particuliérement re- @ = 500 mA ; I = 50 mA) BE: (sat) 2,6* 2,6* 2,6* Y,
commandés dans les circuits de com- Gain en courant statique Iy
mutation rapide et en amplificateur L ate 20 35
VHF. Ils sont caractérisés par : Iz = 1 mA; _VCE :_10 Y by, 12 25 50
— Un Vg, ¢levé : 60 V. (I; = 10 mA; Veu = 10 V) by, 17 35 75
— Un gain garanti de 100 pA a a, = 150 mA" Vop = IVV) by 10 20 50
500 maA. (Ig = 150 mA; Vep = 10 V) hy,, 20 60 40 120 100 300
— Un f, minimum de 200 MHz. (I = 500 mA; XCE = 10 V) h,, 20 30
— Une basse tension de satura. Gain en courant yn_almlqut:r s p o=
tion : 04 V a 1501 mA. g = 20 mA; Vpg = 20 V; f = i .
Ces transistors sont complémentai- 100 Miiz) By 2,5 | 29 2,5
res de la série 2N2218 a 2N2222, Capacité collecteur ) i o
leurs caractéristiques étant indiquées ;’VC% :t 10V ;blc d:: 03 f=1MHz) G, LI 8 8 p¥
au tablesu IL rocdult gain bande )
(I, = 20 mA; Vg = 20 V) e 250 250 250 MHz
.glo_._fgﬁ% Impédance d’entrée ‘ |
| (I = 20 mA: Vg == 20 Vi f = | .
v | T {_ 300 MHz) hy,, 60 | 60 60 Q
[ i - —
',’: " | Caractéristiques de commutation -
ls == B Valeurs moyennes
! Temps d’établissement L 26 26 26 ns
; ¢ jo— 382 min.__| Temps de coupure toye 68 68 68 ns
Boftler . jodec T 05 Fic. 1 . . i ]
* Mesures & effectuer en impulsions d’une durée de 300 us, facteur de forme 2 %«
pt32:830 120 min,
,05_“:1 TABLEAU 1i
f S—
A S | | 2N 2904 2N 2905
Boler _ Caractéristiques €lectriques a 250C AN:2000 A Unités
olHor . jedec TO 18 Fre. 2 (sauf indication contaire) Units
min. max. min. max.
TRANSISTOR AU GERMANIUM
2N710 Caractéristiques statiques.
Le transistor PNP au germanium Tension de claquage collecteur-base (émet-
2N710 du type mesa est présenté etler ou\fért)dq e ¢
ein boitier TO18, avec collecteur re- (I, = — 10 pA 5 Iy < 0) Viemcto — 60 — 60 v
lié¢ au boitier. Il a été concu pour Teugion de claquage collecteur—émetteur y
usages généraux et en particulier la (b ouverte)
commutation rapide. uasi 10 mA ; I 0) Vsryceo — 40 — 40 v
‘ & BEs I = — > A8 - . o8 =
hlfe:uic-dractgrlstluques % #5¢ O o Tension de claquage <¢metteur-base (col-
's suivantes
Tension de claquage émetteur lecteur ouvert) AY,
— ae - 1, = — 10 pA ; I, = 0) G — 5 Y
c?“""te“r pouk ylum = 100 uA, Co(lfgant in'vers:. colle%tellrJ))ase eEne
Vgg = 0 : 15 V. Ry = — 50 V; I, = 0 Ispo — 20 — 20 nA
— Tension de claquage collecteur- CourCaBnt inverse collecteur-base ’
base (I = 100 pA, I, = O)’ : 15 V. (Veg = — B0V Iy = 031, = 1500C) Iyzo — 20 — 20 wA
— Tension de claquage émetteur- Courant inverse collecteur-émetteur
base (I = 109 A, I, = 0) : 2 V. % = — 30 V; Vg, = +05 V) Tomx — 50 —~ 50 nA
— ‘Courant inverse de collecteur Couyrcayil-t inverse base ’ )
(Vep :'6 V, Iy = 0) : 3 pA. . (Veg = — 30 V3 By, = + 0,5 V) . 50 50 nA
— Gain de courant en continu Gainc en courant statique
(hypg) : %5. L 0= 01 mA 5 Vs = 10 V) hy, 20 35
— Tension de saturation collecteur - -V ful 25 50
g = 1mA; Vg = 10 V) by, 2 -
I, = 10 mA, I; = 0,4 mA) : 0,5 V. dg = 10 mA ; Vg, = 10 V) h,, 35 75
e Tension de saturation base (I, = 150 mA ; Vg = 10 V) hy, * 40 120 100 300
émetteur (I; = 10 mA, Iy = 0,44 A): (I, = 500 mA ; Vgu = 10 V) hy, * 20 30
0,42 V, ) Tension de saturation collecteur émetteur
— Temps de montée (I, = 10 mA, (Io = — 150 mA ; I; = — 15 mA) Vorwity — 0,4 — 0,4 Y
by = ‘1 mA) : 60 ns.. (Ip = — 500 mA ; I = — 50 mA) Verain — 1,6 — 1,6 v
; = 1‘;)"1225 d‘:)stogfmge (g = 1mA, Tension de saturation base-émetteur
w2 = 0,25 mA) : 65 ns. (I, = — 150 mA ; I, = — 15 mA) Vi it - 1,3 = 1.3 v
—- Temps de chute (I, = 1 mA, Ic —= — 500 mA : [B — -~ 50 mA SBteat), =519 o i
Igy = 0,25 mA) : 70 nl;i. o e - Vg0 i 2 .

(Doc. Sesco et Motorola transmise
par les Ets Radio-Prim.)
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En impulsion d’une durée 300 us; facteur de forme < 2 %.



TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN
TYPES 2N1616, 2N1617, 2N1618

| 15802
| -

I v _mseor ]
Z]' |

6:+0,5 p‘cme plate !
e |

Lm ‘ o,z.j

Les transistors de puissance a structure
MESA sont caractérisés par les points sui-
vants :

— Tension collecteur base élevée (100 V
pour le 2N1618);

— Faible tension de saturation (2 Vpay);
— Faible impédance thermique (1,9 © C/W);
— Fonctionnement a température ¢levée;

— Haute fiabilité (10 cycles thermiques entre
— 60 °C et + 200 °C);

— Utilisation : amplificateur de puissance -
Commutation de puissance. Le brochage de
ces transistors est indiqué figure 1.

g
e ~ 2 trous &

1,6

\
\
|
|
P -

56150 |

— Gain moyen en courant statique

(le 2 Ay Vecg = 12 V)

n21e 30 - 30 - 30.

— Tension base ¢émetteur

(Ic=2A; Vcg =12 V) Vg (V) 1 -1 - 1.
— Tension de saturation collecteur-émetteur
(I = 2 A; Ig = 250 mA)

VCE (sat) (V) : 0,3 -0,3 - 0,3.

— Gain en courant en HF

(Ic =300 mA; Vcg =30 V; F = 1 MHz).
hate : 20 - 20 - 20

— Temps de moitié (commutation)

Jr (Ns) 0,5 - 0,5 - 0,5.

— Courant de sortie utile : 0,3 A
— Ondulation de sortie : 0,7 V créte a créte
— Rendement global : 87 %

La figure 2 montre le schéma complet
du convertisseur ainsi que les différentes
valeurs d’éléments. Chaque transistor est
monté sur une ailette de cuivre de 130 X
130 x 2 mm, disposée verticalement.

CARACTERISTIQUES
DU TRANSOFRMATEUR T

a) Circuit Magnétique

\U-60x27x14 - 3C2
ferroxcube COPRIM,I _60x14x14 - 3C2
entrefer : 5/10 de mm.
b) Enroulements (Voir disposition sur le
noyau figure 3).
— Ny 3 spires de fil cuivre émaillé de
70/100 de mm
— Nep - 17 spires de fil cuivre émaillé de
120/100 de mm
— N2 - 17 spires de fil cuivre émaillé de
120/100 de mm
— Npp - 3 spires de fil cuivre émaillé de
70/100 de mm
— enroulements secondaires S :

470 pF Mylar - 500 V

1N 547

o sortie utile
A 420V = B
125 W

136 + 136 spires de fil cuivre émaillé de
45/100 de mm.

5000 .3 W M”M N FxC 3C2
o oyau
vy _ 1N 646
A W——K—‘ =
b Nb1
2N 1618 22 uF - 15V - Tantale
3 sp.
100 uF - 50V - Tantale o
L]
Alimentation
28V 5A @
+ = Ne2
17 sp
2N 1618 22 uF - 15V - Tantale
- [' +
AMYy——————————4
FIG. 2 50-2w ' |
1N 646
LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION EXEMPLE D’APPLICATION
Les chiffres mentionnés concernent CONVERTISSEUR
respectivement les transistors  2N1616, CONTINU-CONTINU 125 W

2N1617 et 2N1618.

— Puissance maximale admissible au col-
lecteur :

Température de boitier
85 - 85 - 85.
Température de boitier 150 °C P¢ (W) :
22,5 -22,5-225.

— Courant collecteur max I;(A):5-5-5.
— Tension max. entre collecteur et émetteur
Vceex (V) : 60 - 80 - 100.

— Tension max. entre collecteur et base
(émetteur ouvert) Vcgo (V) : 60 - 80 - 100.
— Tension max. émetteur base (collecteur
ouvert) Vggo (V) : 8 - 8 - 8.

— Température de stockage T
— 65 a + 200.

— Température max. de la fonction Tj
(°C) : 185 - 185 - 185.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
A 25 °C

— Courant inverse émetteur base
(VEBO =8 V)

Iggo (mA) 0,02 - 0,02 - 0,02

— Tension de claquage émetteur
(collecteur ouvert) Iggo = 1 mA)
VeEgo (V) 11 - 11 - 11

23 °C P, (W) :

(oc)

base

Ce convertisseur est prévu pour une
température ambiante de fonctionnement
de — 50 °C a + 125 °C. Ses caracté-
ristiques essentielles sont les suivantes

Puissance de sortie utile : 125 W
Tension d’alimentation : 28 V continus
Courant d’alimentation : 5,1 A
Fréquence de travail : 10 kHz

Tension de sortie : 420 V continus

|

|

Ne2 17 spires l

Nbl 3 spires

¢) Disposition des enroulements sur le
noyau

— Afin d’éliminer les inductances de fuites
du transformateur et réduire les surtensions
dues a la coupure des transistors, les enrou-
lements sont imbriqués selon la figure 3.
d) Isolement

— un papier cristal entre couches

— deux papiers cristal entre enroulements.

(Doc. Sesco transmise par Radio PRIM)

1/2 enroulement secondaire

136 Spi
prires Corcosse—_  FIG. 3
NbZ 3 spires
L
Nel 17 spires
iy 7

noyauy

1/2 enroulement secondaire
136 spires

Alo 1 29A7 4. Dae- A=



Assemblage a forte densité
2N 2356

Le 2N2356 est un dispositif a 5 connexions
comprenant 2 transistors NPN silicium
planar passivés. Il est recommandé pour les
applications de découpage (chopper) néces-
sitant une grande vitesse de commutation
et une faible capacité.

Il est présenté en boitier TOS5. La corres-
pondance des connexions est la suivante, en
tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre, a partir de la premiére connexion
n° 1 disposée aprés l'ergot de repérage :
1= WE 08— SRS NG CNAE— B
Sz,

0,41 - 0,48 —— P._M.:

LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION
A 25 °C AMBIANTE

Puissance admissible pour 1 ou 2 tran-
sistors :

— pour chaque transistor P 0,3 W (1).

— pour chaque transistor a 25 °C boitier

P. 1 W.

Tension collecteur-base (émetteur ouvert)
VcBo 25 V.

Tension collecteur-émetteur (base ouverte)
Vceo 20 V. ;

Tension émetteur-collecteur (base ouverte)
VeEco 7 V.

Tension émetteur-base (collecteur ouvert)

VeBo 7 V.

Yor= Vo

)

‘81 's2

FIG. 1

Courant collecteur Ic : 500 mA.
Température de stockage Tgtg °C
+ 200.

i —'65

BV Y LBV,
EEq EEg

g

FIG. 2

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
A 25 °C (AMBIANTE)
Caractéristiques statiques :
Tension de claquage collecteur :
VBR CBO1
ou : 25 Vi
VBR CBO2 .
Tension de claquage émetteur-émetteur (fig. 2)
(Igj Ig2 = 1 mA, Ip; = Iz = O)
BR EEO * 2,0 V min
Tension différentielle entre les 2 émetteurs
(Fig. 1)
(Ig; .=Iga =1 mA, Ig; = Iy = 0)
Vot = voz 7 Soluv
Courant inverse collecteur :

Icot ou IcBo2 ¢ 10 Vmax
(Vcp1 ou Vep2 = 25 V)

Gain en courant dynamique :

| (Ic=50mA; Vcg = 10 V; f = 20 MHz)

h2te * 2,5min
Doc. SESCO transniise
par Radio-Prim

(1) Diminuer de 1,72 mV par transistor par °C

d’augmentation de température ambiante au-dessus

de251°Ci -

CARACTERISTIQUES

DU TRANSISTOR PNP

PLANEPOX EPITAXIAL
«D29A4>

E transistor silicium PNP pla-
L nepox épitaxial, type D29A4,
sous enrobage époxy, est des-
tiné 4 1'usage général. Il est présenté
en boitier jedec TO98.
Limites absolues d’utilisation a
25°C (ambiainte).

— Dissipation admissible au col-
lecteur a 25°C & Daire libre Py =
200 mW.

— Tension collecteur - <émetteur
(base ouverte) Viyo = — 25 V.

— Tension collecteur-base (émet-
teur ouvert) Voo = — 25 V.

— Tension émetteur-base (collec-
teur ouvert) Vpzo = — 4 V.

— Température de fonctionnement
t; : 4 100°C.

Température de
— 55 4+ 125°C.

stockage 1t H

stg

Caractéristiques électriques

a 25°C ambiante

— Courant inverse collecteur base
(émetteur ouvert) (Vgpg = — 35 U
Iy = 0) Igge = 100 mA.

— Courant inverse collecteur base
(émetteur ouvert Vg = — 35 V) 3
I; = 0; T, = 100°C) Igge = 10 pA.

Courant inverse <metteur base
(collecteur ouvert) (Vgg = — 4 Vs
I, = 0) Iz, = 600 nA.

-— Gain en courant statique (Vi
= — 45 V; Iy = — 50 mA) h,y
= 30 min. et 90 max.

— Tension de saturation collec-
I, = — 3 mA) Vg sat. = — 0,15 V
teur-émetteur I, = — 50 mA;
moy. et — 0,3 V max. (I; = — 300
mA ; I; = — 30 mA) Vg sat. =
— 0,35 V moy.

— Tension de saturation base
émetteur (I, = — 50 mA; I, =
— 3 mA) Vp, sat. = — 0,82 moy.
et — 1 V max.; (I = — 300 mA ;
I, = — 30 mA) Vyp sat. = — 1V
moy.

— Fréquence de transition (I =
— 50 mA; Vg = — 3 V)5 fp =
340 MHz.

— Capacité de sortie (Vo =
— 10 V; Iy = 0; f = 1 MHz)
C,,, = 6,5 moy. en 8 max.

— Facteur de bruit (I; =—1mA;
Veg = — 5 V; Ry = 1T k@5 f =
1 khz) F = 2 moy.

(Documentation Sesco transmise

par Radio-Prim.)
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